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摘要： 

半导体器件紧凑模型作为连接半导体制造商与

电路设计者之间的桥梁，是半导体行业不可或缺的一

环。随着 CMOS 工艺进步不断带来新的物理效应，

电路设计者的要求不断提高，紧凑模型正在面临巨大

的挑战。当前，新的紧凑模型技术正在吸引着人们的

兴趣。报告将对这些热点研究方向进行介绍，同时会

介绍一些最新的研究结果。 
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子所从事新型半导体器件载流子输运、器件物理和紧凑模型技术研

究。拓展了莫特理论，建立了统一的迁移率模型和爱因斯坦关系模型，

首次在阻变存储器观测到热电效应并构建了热电传输模型。利用新的
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